Siemens AG

Niederspannungsschalttechnik

SIRIUS Halbleiterschaltgerate
Halbleiterschitze 3RF23..-.AA.. Nullpunktschaltend

Datenblatt

| Hauptmerkmale:

Nullpunktschaltend

LED Anzeige

Vielfaltige Anschlusstechniken
Steckbarer Steueranschluss
Schutzart IP 20

Isolierter Montageful3

Normen / Approbationen:

DIN EN 60947-4-3

UL 508 / CSA
CE
C-Tick
Bestell-Schlissel:
3RF23 10 -1 A A 0 2
Halbleiterschiitz | Maximaler | Anschlusstechnik | Schaltfunktion | gesteuerte Steuer- Betriebs-
mit Kihlkdrper | Laststrom Phasen spannung spannung
10=10,5A 1 = Schraubanschluss A = nullpunkt- A = einphasig 0=24VDC 2=24-230V
20=20A 2 = Federzugtechnik schaltend 1=24V AC/DC 4=48-460V
30=30A 3 = Ringkabelanschluss 2=110-230VAC |5=48-600V
40=40A M5 4=4-30VDC 6=48-600V
50 =50 A
70=70A
90=88A
Nicht alle méglichen Varianten sind lagermaRig lieferbar!
Typ 3RF23..-.AA.2|3RF23..-.AA.4|3RF23..-.AA.5|3RF23..-.AA.6
Bemessungsbetriebsspannung Ue vV |24 ... 230 48 ... 460 48 ... 600 48 ... 600
e Arbeitsbereich VvV |20 ... 253 40 ... 506 40 ... 660 40 ... 660
e  Bemessungsfrequenz Hz |50/60 = 10 %
Bemessungsisolationsspannung U; vV 1600
BemessungsstolRspannungsfestigkeit Uimp|kV |6
Sperrspannung VvV 1800 1200 1200 1600
Spannungssteilheit \//us |1000
Hauptstromkreis:
\Werte fur 40 °C | le nach le Verlust- Mindest- |Max.
Umgebungstemperatur! | A¢5? IEC947-4-3 UL/CSA leistung bei Ina |laststrom |Leckstrom
Typ A A A w A mA
3RF2310-.AA. 10,5 7,5 9,6 11 0,1 10
3RF2320-.AA. 20 13,2 17,6 20 0,5 10
3RF2330-1AA. 30 22 27 33 0,5 10
3RF2330-3AA. 30 22 27 33 0,5 10
3RF2340-1AA. 40 33 36 44 0,5 10
3RF2340-3AA. 40 33 36 44 0,5 10
3RF2350-1AA. 50 36 45 54 0,5 10
3RF2350-3AA. 50 36 45 54 0,5 10
3RF2370-3AA. 70 70 62 83 0,5 10
3RF2390-3AA. 88 88 83 117 0,5 10
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Siemens AG

Niederspannungsschalttechnik

SIRIUS Halbleiterschaltgerate

Datenblatt

Halbleiterschitze 3RF23..-.AA.. Nullpunktschaltend

Bemessungs-Stol3stromfestigkeit Itsm I’t-Wert
Typ A A’s
3RF2310-.AA.2 200 200
3RF2310-.AA.4 200 200
3RF2310-.AA.6 400 800
3RF2320-.A. 600 1800
3RF2330-.A. 600 1800
3RF2340-.AA.2 1200 7200
3RF2340-.AA.4 1200 7200
3RF2340-.AA.6 1150 6600
3RF2350-.A. 1150 6600
3RF2370-.A. 1150 6600
3RF2390-.A 1150 6600
Steuerstromkreis A1-A2:
Typ 3RF23..-.AA0. |3RF23..-.AA1l. |[3RF23..-.AA2. [3RF23..-.AA4.
Steuerspannung Us D 2 6l1aLy |AC/DC 24 AC110..230  |DC4..30
Steuerspannung maximal Us [V |30 AC 26,5 [DC 30 253 30
Typischer Betriebsstrom mA (20 20 20 15 20
Ansprechspannung vV (15 AC14 |DC15 |90 4
Abfallspannung vV |5 5 5 40 1
Bemessungsfrequenz der Hy |- 50/60 + | 50/60 + 10 % B
Steuerspeisespannung 10 %
Schaltzeiten Einverzug ms 1 + max. eine 1_+ max. 4Q + max.[40 + max. eine 1 + max. eine
Halbwelle eine Hw. |eine Hw. [Halbwelle Halbwelle
Ausverzug ms 1_+ zusatzl. max. 1_+ max. 4_0 + max. 4_0 + zusatzl. max. |1 + max. eine
eine Halbwelle eine Hw. |eine Hw. |eine Halbwelle Halbwelle
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Siemens AG

Niederspannungsschalttechnik

SIRIUS Halbleiterschaltgerate
Halbleiterschiitze 3RF23.

Datenblatt

.-.AA.. Nullpunktschaltend

Allgemeine Daten:

Umgebungstemperatur
bei Betrieb °C -25 ... 60
bei Lagerung °C -55 ... 80
Aufstellungshdhe m 0 ... 1000; bei > 1000 m uber Technical Assistance anfragen
Schockfestigkeit nach DIN IEC 68 g/ms (15/11
Schwingfestigkeit g 2
Schutzart 1P20
Elektromagnetische Vertraglichkeit
(EMV)
Stoéraussendung
0 leitungsgebundene Stérspannung . . Aol
IEC 60 947-4-3 Klasse A fir Industriebereich
0 gestrahlte, hochfrequente Stdérspannung IEC 60 Klasse A fir Industriebereich
947-4-3
Storfestigkeit
0 elektro§tat|sche“Entladung nach IEC 61 000-4-2 kV Kontaktentladung 4; Luftentladung 8; Verhaltenskriterium 2
(entspricht Schéarfegrad 3)
O induzierte HF-Felder nach . ) .
IEC 61 000-4-6 MHz 0,15 ... 80; 140 dBuV; Verhaltenskriterium 1
O Burst nach IEC 61 000-4-4 kv 2/5,0 kHz; Verhaltenskriterium 1
0 Surge nach IEC 61 000-4-5 kv Leiter - Erde 2; Leiter - Leiter 1; Verhaltenskriterium 2
Isolationsfestigkeit 50/60 Hz
(Steuer- und Hauptstromkreis / Boden) M Y
Typ 3RF23..-1. 3RF23..-2. 3RF23..-3.
Anschluss, Hauptkontakte Schraubanschluss Federzuganschluss Ringkabelanschluss
Anschlussquerschnitt
s 2 2x(,5...2,5),
O eindrahtig mm® 5 25 ... 6) 2x (0,5 ... 2,5)
R . 2 2x(1,5...25),
0 feindrahtig mit Aderendhilse mm® |, (25 ... 6), 1x 10 2x(0,5...1,5)
0 feindrahtig ohne Aderendhilse mm? 2x (0,5 ... 2,5)
O ein- oder mehrdrahtig AWG 2 x (14 ... 10) 2x (18 ...14)
Abisolierlange mm 10 10
Anschlussschraube M 4 - M5
0 Anzugsdrehmoment Nm 2..25 - 2..25
D5..6 mm/PZ?2 Ib.in |18 ... 22 - 18 ...22
Kabelschuh DIN - - DIN 46234 5-2,5 ... 5-25°
JIS - - JIS C 2805 R 2-5 ... 14-5
Anschluss, Hilfs-/ Steuerkontakte
T mm2 |1x (0,5 ... 2,5) 05..25 1x(0,5...2,55)
ﬁnggrl]léshs[ﬂggrschmtt mit oder ohne mmz  [2x (05 ... 1.0) 2x(05 ... 1.0)
AWG (20 ... 12 20...12 20...12
Abisolierlange mm (7 10 7
Anschlussschraube M3 - M3
0 Anzugsdrehmoment Nm 0,5..0,6 - 0,5...0,6
D35/PZ1 Ib.in ]45...5,3 - 45..53
! Achtung!

Dieses Produkt wurde als Gerat der Klasse A gebaut. Der Gebrauch dieses Produkts in Wohnbereichen kénnte zu
Funkstérungen fuhren. In diesem Fall darf vom Anwender verlangt werden, zusatzliche Dampfungsmafinahmen zu

ergreifen.
2 Maximale Breite des Kabelschuhs 12 mm!
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Siemens AG

Niederspannungsschalttechnik

SIRIUS Halbleiterschaltgerate
Halbleiterschitze 3RF23..-.AA.. Nullpunktschaltend

Datenblatt

Sicherungsbehaftete Auslegung mit Schutz der Halbleiter

Ganzbereichs- Halbleiterschutz- Halbleiterschutzsicherung Zylindrische Bauform
Typ iIICHrjgre;JLngrm ilﬂjgr;?fgrm 10 x 38 mm 14 x 51 mm 22 x 58 mm

gR/SITOR aR / 3NESO aR / SITOR aR / SITOR aR / SITOR
3RF2310-.AA. 3NE1813-0 3NE8015-1 3NC1010 3NC1410 3NC2220
3RF2320-.AA. 3NE1814-0 3NE8015-1 3NC1020 3NC1420 3NC2220
3RF2330-.AA. |3NE1803-0 3NE8003-1 3NC1032 3NC1432 3NC2232
3RF2340-.AA. 3NE1802-0 3NE8017-1 - 3NC1440 3NC2240
3RF2350-.AA. |3NE1817-0 3NE8018-1 - 3NC1450 3NC2250
3RF2370-.AA.2 |3NE1820-0 3NE8020-1 - - 3NC2280
3RF2370-.AA.4 |3NE1020-2 3NE8020-1 - - 3NC2280
3RF2370-.AA.5 |3NE1020-2 3NE8020-1 - - 3NC2280
3RF2370-.AA.6 |3NE1020-2 3NE8020-1 - - 3NC2280
3RF2390-.AA.2 |3NE1021-2 3NE8021-1 - - 3NC2200
3RF2390-.AA.4 |3NE1021-2 3NE8021-1 - - 3NC2280 *
3RF2390-.AA.5 |3NE1020-2 * 3NE8021-1 - - 3NC2280 *
3RF2390-.AA.6 |3NE1020-2 * 3NE8021-1 - - 3NC2280 *
* Diese Sicherungen haben einen kleineren Bemessungsstrom als die Halbleiterschitze.
Zubehor

Funktionsmodul Bestell-Nr. Einsetzbar bei Varianten
folgenden Typen
Konverter 3RF2900-0EA18 3RF23..-.AAQ. Us=DC 24V
3RF23..-.AA4.

Lastluberwachung Basis

3RF2920-0FA08

3RF23..-1AAQ.
3RF23..-1AA4.

Schraubanschluss,
Us=DC 24V

Lastiiberwachung Extended ° 3RF29..-0GA.. 3RF23..-1. Schraubanschluss
3RF23..-3. Ringkabelanschluss

Klemmenabdeckung” 3RF2900-3PA88 3RF23..-1. Schraubanschluss
3RF23..-3. Ringkabelanschluss

® Die genaue Zuordnung der Funktionsmodule ist dem Katalog LV 1 zu entnehmen
* Die Klemmenabdeckung kann nach einfacher Anpassung auch fiir Schraubanschluss eingesetzt werden
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Siemens AG

Niederspannungsschalttechnik

SIRIUS Halbleiterschaltgerate
Halbleiterschitze 3RF23..-.AA.. Nullpunktschaltend

Datenblatt

Kennlinien
3RF2310-.
14,00 14
Obere Kurven:
31 Imax thermischer
12,00 12 4 max
" Grenzstrom
s 2 Untere Kurven:
10,00 + 10
£ . Bemessungsstrom le
500 | a7 nach
< 5 %] DIN EN 60947-4-3
s g 71
6,00 a 4 -
3 6 Durchgezogene Linien:
s % Einzelaufstellung
4001 g 4 Gestrichelte Linien:
3 Dicht-an-Dicht Montage
2,00 2
l 4
0,00 T T T T 0OF—r——T7T+TT T T
0 10 20 30 40 50 60 012345678 9101112
Umgebungstemperatur Tain °C lein A
3RF2320-.
30,00 26
24
25,00 22 4
= 20 1
= -
20,00 - é 18
z 5 16
@ 2 14 A
15,00 % 12 |
3 101
=
10,00 + 3 84
[=}
= 6
5,00 44
2
0,00 ‘ ‘ ‘ ‘ 0 L
0 10 20 30 40 50 60 0 4 8 12 16 20 24
Umgebungstemperatur Tain °C lein A
3RF2330-.
40 44
40
35 1 S~ N
36 1
30 1 2 32 |
£
25 | Z 28 1
(=]
< N S 24 -
£20 S 2
o N % 20 4
=
15 ™N %16 /
;3 12 //
10 4
8 - /
5 -
4 -
0 T T T T T 0 — ——
0 10 20 30 40 50 60 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36
Umgebungstemperatur Tain °C lein A
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Siemens AG

Niederspannungsschalttechnik

SIRIUS Halbleiterschaltgerate
Halbleiterschitze 3RF23..-.AA.. Nullpunktschaltend

Datenblatt

3RF2340-.°
60 56
52
50 | 48 A
Q:\ 44
2
“ \ = 40
E 36
g32
< 2
£ 30 1 228
o =
524
§ 20
20 4 E]
216
=
12 4
10 | 8 /
4
0 T T T T T — T
0 10 20 30 40 50 60 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
Umgebungstemperatur Tain °C lein A
5
3RF2350-.
70 70
60 \\ 60 - //
50

T~

3
N

2
=]
\ =
o
2 a0 /
< 2
c @
C 2
30 230
=]
20 8 20 /
s /
10 A 10 4
0 T T T 0 T !
0 10 20 30 40 50 60 0 10 20 30 40 50 60
Umgebungstemperatur Tain °C lein A
5
3RF2370-.
90 110
80 ] 100 //
\ 90
70
280 /
601 N ||E70
(=
: /
<501 \ 260 1 /
£ k%
2,0 | 2 50 //
g 40
30 | 3 /
[}
2 30
20 1 20 A
10 4 10 7/
0 — T T
0 i i ! j 0 10 20 30 40 50 60 70 80
0 10 20 30 40 50 60 lein A

Umgebungstemperatur Tain °C

Obere Kurven:

Imax thermischer Grenzstrom
Untere Kurven:
Bemessungsstrom le

nach

DIN EN 60947-4-3

> |dentischer Verlauf der Strom-/ Temperaturkurven bei Einzelaufstellung und Dicht-an-Dicht Montage
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Siemens AG Niederspannungsschalttechnik Datenblatt
SIRIUS Halbleiterschaltgerate
Halbleiterschitze 3RF23..-.AA.. Nullpunktschaltend
3RF2390-.°
100 120 Kurve:
20 110 1 Imax thermischer Grenzstrom
80 100 A und
590 Bemessungsstrom le
70 £ 50 nach DIN EN 60947-4-3
=
60 | 70 | /
< E
£50 2 60
# z
40 250 /
>
S 40 A
30 1 E
= 30 A /
20 | /
20 4
10 4 10 A
0 T T T T T 0 T T
0 10 20 40 50 60 0 1020 30405060 708090
Umgebungstemperatur Tain °C lein A
Aufbauvorschriften °:
: +10°
>70 (2,75) >70 (2,75)
) ) =l |& )
S8 IS8 g |28 188
S I ] B N N I I
N N A N e |A +10°
| | @ PN PERECECE RTRCH N +10
oo oo [=¥=N E=X<=)
= Ev) =RV SN[~
o m ”m m [l o m
N N NN N N N N
LL LL LL LL LL LL LL LL
o X o re|oeon
o m "M m o m o m
1>50 (2) 1>50 (2) %
| MaRbilder °:
gg;g;g 45(1.77) [3RF2330] 54 (2.13) [3RF2310] R
25 (05 B7.5 igﬁﬁj [3RFZ340, 50] 100,5 (3.95 [3RF2320] e
= LB . 116 (4.57) [3RF2330, 40,50] .., 135/120 4.5 .
— 3001.19] [4.57] (37320, 40 1;5_'.0-2.' i AR
L 2 o
_l:l__ I 1 _ -
ID rq_ E M
- =
16,5 el at
§ \ ]
=E 5 I g g H
oS — |L = S
o | =2 |
125
T 049 [~ 177 k
123/168 e 122,5/1275
0 | AaEE) = | (162/502)
L { % || . - - (1.38)
o) o 1 I i a8l
a5 Ly |4°77¢] | =nwm }
(018 I 4 (016} P

® MaRe in mm, (in); Einzelaufstellung, die Kennlinien zeigen die Herabsetzung bei Dicht-an-Dicht Montage
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Siemens AG Niederspannungsschalttechnik Datenblatt

SIRIUS Halbleiterschaltgerate
Halbleiterschitze 3RF23..-.AA.. Nullpunktschaltend

Gerate- / Beispielschaltplan:

3RF23..-.AAD. 3RF23..-.AA2.
Us =DC 24 V Us = AC 110 ... 230 V
1/N/PE 50 Hz 230 V 1/N/PE 50 Hz 230 V
DC 24V
N e N
PE L- PE

F1 Hauptstromkreissicherung
(Halbleiterschutz empfohlen)
F2 Steuerstromkreissicherung
K1 Halbleiterschiitz 3RF2
R Lastwiderstand
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